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1. Za idealni silicijev stopni¢asti p'nspoj nariSite potek energijskih nivojev v termiénem
ravnovesju. Dolocite tudi energijski razliki Er; — Ep v p-plasti in Ep — Ep v n—plasti
(dopiranje v p—plasti: No = 5-10'° cm™, dopiranje v n—plasti: Np =2-10"* cm™, T = 24.8 °C).

(reSitev: za potek energijskih nivojev glej ustrezno sliko iz predavanja ali avditornih vaj

(energijski nivoji v pn-spoju), Er; — Ep v p—plasti = 0.39 eV, Er — Eg; v n—plasti = 0.254 eV)

2. Za silicijevo diodo v danem vezju izraCunajte vrednost njene
impedance pri vzbujanju z majhnimi signali Uy s frekvenco
f = 10 MHz (najprej narisite ustrazni nadomestni model diode). u
Iz danega nabora podatkov izlocite tiste, ki jih potrebujete za EZ
dolo¢itev  impedance v  danith  pogojih  delovanja.
(Upp =1V, Ny =510"%cm?, Np =2-10"em>, A= 1.5 mm?, Umw ;
Is=1nA, 5,=1 ps, 7,= 10 ns). T
(Resitev: zaporna polarizacija diode, nadomestno vezje je samo spojna kapacitivnost Ct = 46 pF,
impedanca pri dani frekvenci = — j 340 Q)

3. S pomocjo narisanega inkrementalnega modela bipolarnega tranzistorja izracunajte izhodno
napetosti Ue. pri znani napetosti generatorja majhnih signalov na vhodu, U, = 100 mV. Pri
izraCunu upostevajte, da je mirovni emitorski tok Iz , ki dolo¢a delovno tocko, enak 1 mA.
(pomo¢: najprej dolocite neznane elemente modela, nato napetost Uy, in nazadnje Se Uee,
R =4.7kQ, o= 0.98, Rc = 1 kQ, Ur =25.66 mV).

(resitev: fo =49, Om = 38.19 mS, rpe = 1,28 kQ, Upe = 21.44 mV, U, = 819 mV)
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4. Izracunajte pri kateri vrednosti napajalne napetosti Upp se bo spojni FET v danem vezju
nahajal ravno na meji med podro¢jem podnasicenja in nasicenja (Ugs =—2 V,Up=—-4V,
IDSS =12 l’IlA, RD =1 kQ)

(reéitev: UDS = UDSsat =2 V, IDS =3 Il’lA, URD =3 V, UDD =5 V)
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